The present invention relates to a device made using MOS technol ogy for
det eté\tl ng a high level of a supply ‘'voltage. In practice, in an integrated
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pr eci sely the high level of a voltage, in particular the supply vol tage
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| ow Vt@p,téa?@ vgieur grégismifiériqurpcdapsip @sent en sortie un niveau logique qui bascule lorsque le
volts. niveau haut de la tension d'alimentation dépasse
La présente invention a pour but de remédier & un seuil prédéterminé est connecté 3 un inverseur.
ces inconvénients en fournissant un dispositif de Dans ce cas, le moyen formant interrupteur peut
détection du niveau haut d'une tension en techno- 35  8tre constitué par un premier transistor MOS de
logie MOS qui émet un signal lorsque le niveau type P dont la source est connectée 2 la tension
haut de la tension dépasse un niveau prédétermi- Ve 12 grille 3 la sortie de l'inverseur et le drain en
né, ce signal pouvant 8tre ufilisé pour bloguer un entrée de linverseur et par un deuxidéme transistor
‘cuit tel que le circuit de lecture dans le cas des MOS de type P monté en paralléle avec le premier
émoires EPROM ou EEPROM. 40  transistor MOS, et dont la grille est connectée & un
En conséquence, la présente invention a pour signal permettant [l'initialisation du dispositif. Le
objet un. dispositif de détection selon la revendica- premier transistor MOS de type P sera conducteur
tion 1. ou blogué en fonction du signal en sortie de I'inver-
On notera que le brevet FR-A-2 254 792 décrit seur ; le deuxidme transistor MOS de type P
un détecteur do seuil de tension d'alimentation 45 servant 3 initialiser le circuit.
dans lequel le seuil est la somme des tensions de D'autres caractéristiques et avantages de la
seuil d'un transistor MOS de type N et d'un transis- présente invention apparaitront 2 la lecture de la
tor de type P. description de différents modes de réalisation faite
Selon un mode de réalisation de la présente ci-aprés avec référence au dessin ci-annexé dans
invention, la source de tension est constitude parn 50  lequel :
transistors MOS de typs P (n'étant supérieur ou - la figure 1 est un schéma électrique d'un
égal & 1) réalisés chacun dans un caisson de type premier mode -de réalisation d'un circuit de
N connecté & la source du transistor correspondant détection conforme 2 la présente invention, et
ot montés en série entre la tension V.. ot le noeud - la figure 2 est un schéma électrique d'un
de sortie A et par un transistor MOS de type N 55 deuxidme mode de réalisation d'un circuit de
connecté entre 1e nosud de sortie A et fa tension détection conforme A la présente invention.
basse ou masse, les grilles des transistors de type Pour simplifier la description dans les figures
P ot do type N étant reliées directement au drain les mémes éléments portent les mémes référen-



the P type and N type transistors being connected directly to the drain or
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I{ g de ] sion de seuil en fonction transistor MOS de type N TN2 présente un rapport
pr esenl‘:;eq',aﬁ t@ﬁevsﬁc?n sour’ce-?uﬁrat ost éliminée. D'autre W/L = 10/2. Le noeud B étant & V,, C'est-a-dire
part, la source de tension comporte un transistor N 35  au niveau logique "0", on obtient en sortie de
TN1 dont la source est connectée & une tension Tinverseur | un niveau logique "1", c'est-a-dire un
basse Ve ou 23 la masse et dont le drain est signal de détection qui psut 8tre ufilisé pour blo-
connecté au noeud de sortie A. La grille du transis- quer un circuit.

i tor TN1 est reliée & son drain. De préférence les Pour bloquer le transistor P TP0 dés la détec-
transistors TP1 & TPn présentent une méme ten- 40  tion d'une tension V. supérieure & n VTP + VTN,
sion de seuil. on peut utiliser le circuit représenté & la figure 2.

Dans ce cas, la tension au noeud A sera située Dans ce cas, l'inverseur 1 fait partie intégrante du
entre Vg ot VTN si V. :(n.VTP + VTN (transistors circuit de détection du niveau haut et la grille du
TN1 et TP1 sont bloqués) et sera égale & V - transistor P TP5 utilisée & la place du transistor
nVTP si Veon VTP + VTN, VTP représentant la 45 TPO est reliée A la sortie C de l'inverseur | au lieu
tension de seuil des transistors de type P et VTN d'8tre conneciée a la fension basse ou masse.
celle du transistor de type N. Toutefois, pour initialiser le systdéme on utilise un

Cette source de tension 1 est connsctée au transistor P TP6 dont la source est connectée 2 la
moyen 2 qui comporte un premiser transistor de tension Vg, et le drain au nosud B, la grille du
type N TN2 dont Ia source est connectée & la so  fransistor TP6 étant reliée 3 un signal R de remise
tension basse ou masse par lintermédiaire d'un & zéro. Ce transistor TP6 permet de positionner le
deuxidme transistor MOS de type N TN3 dont la nosud B & la tension V. au début de fonctionne-
grilie est connectée A la tension V, ce qui le rend ment du circuit de détection. Ensuite, dés que le
toujours passant. D'autre part, le drain du transistor noeud passe & Vg le niveau sur la sortie C de
TN2 est connecté au drain d'un transistor P TPO &6 I'inverseur passe au niveau 1 ce qui bloque le
dont la source est connectée & la tension V,, et transistor TP5 ot maintient le nosud a 3 Vg,.
dont fa grille est connectée 2 Ia tension basse ou Le circuit décrit ci-dessus avec référence aux
masse. La sortie du moyen 2 est réalisée au nosud figures 1 et 2 présente de nombreux avantages :
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2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé 35 1. A device made using MOS technology for de-

en ce qu'il comporte un deuxidme transistor tecting a high level of a supply voltage Vi

MOS de conductivité N (TN2) dont la grille est comprising, between a supply terminal receiv-

reliée au point de jonction entre le premier ing'this voltage and a ground terminal, a series

., transistor de type N et les transistors de type connected arrangement of an N typs MOS

e P, dont la source est reliée & la masse par 40 transistor(TN1) and a reference voltage source,

I'intermédiaire d'un moyen (TN3) remontant sa characterized in that the reference voltage

tension dés I'apparition d'un courant, et dont le source comprises a plurality of P type MOS

drain, constituant la sortie du dispositif, est transistors (TP1 to TPn) each formed in an N

relié 2 la borne d'alimentation par l'intermédiai- type island separated from the others, the is-

re d'un interrupteur (TPO); TP5, TP6) - 45 land. being connected to the source of the

: corresponding ftransistor, the gate and the

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé drain of each transistor being connected so

en ce que le moyen pour remonter la tension that the device supplies at its output a logic

de la source du deuxiéme transistor MOS de level which switches when the high level of the

conductivité N (TN2) est constitué par un trol- 50 voltage V.. exceeds a predetermined thresh-
sidme transistor MOS du méme type (TN3) old.

-dont la grille est reliée & la borne d'alimenta-

tion, la source 3 la masse, et le drain & la 2. A device as claimed in claim 1, characterized

source du deuxiéme transistor de type N. in that it comprises a second N type MOS

55 transistor (TN2) the gate of which is connected

4. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé to the junction point between the first N type

en ce que linterrupteur est constitué par un fransistor and the P type transistors, the

transistor MOS de conductivité P (TPO), dont la source of which is connectsd to ground
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2. DISpOSl'uf selon la revendication 1, caractérisé 35 1. A device made using MOS technology for de-
~ en ce qulil comporte un deuxidme {ransistor tecting a high level of a supply voltage Vi
- MOS de conductivité N (TN2) dont la grille est comprising, between a suppily terminal receiv-
reliée au point de jonction entre le premier ing this voitage and a ground terminal, a seties
. transistor de type N et les transistors de type connected arrangement of an N type MOS
P, dont la source est reliée & la masse par 40 transistor(TN1) and a reference voltage source,
lintermédiaire d'un moyen (TN3) remontant sa characterized in that the reference voltage
tension dés I'apparition d'un courant, et dont le source comprises a plurality of P type MOS
drain, constituant la sortie du dispositif, est transistors (TP1 to TPn) each formed in an N
relié 2 1a borne d'alimentation par I'intermédiai- type island separated from the others, the is-
re d'un interrupteur (TPQ); TP5, TP6) 45 land being connected to the source of the
_ corresponding transistor, the gate and the
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé drain of each transistor being connected so
en ce que le moyen pour remonter la tension that the device supplies at its output a logic
de la source du deuxidme transistor MOS de level which switches when the high level of the
conductivité N (TN2) est constitué par un troi- 50 voltage V.. exceeds a predetermined thresh-
siéme transistor MOS du méme type (TN3) oid.
dont la grille est reliée & la borme d'alimenta-
tion, la source & la masse, et le drain & la 2. A device as claimed in claim 1, characterized

source du deuxiéme transistor de typs N.

Dispositif selon la revendication 2, caractérisé
en co que linterrupteur est constitué par un
transistor MOS de conductivité P (TP0), dont Ia
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in that it comprises a second N type MOS
transistor (TN2) the gate of which is connected
to the junction point between the first N type
transistor and the P type transistors, the
source of which is connected to ground

ange




a voltage Vcc greater than nVIP + VIN, the circuit shown in Figure 2 may be
used® In this case the inverter | forms an integral part of t [ ' )
detebti ng the high | e¥el and the (ER@28F370HRI P t ype tran5|8stoﬂmm5mnmmnmullll
instead of the transistor TPO is connected to the output C of the®irnveMtes *

tead of b t d t h I It
order 1o PR aﬁ%%ge g 3>§°t°w " @ ‘” %%g%gwaow i ce
of which I '"gg "r(7 é’? Vcc and °':g p ﬁ’ﬁﬁgﬁ o Be.
connect edy, dqp y%r §F‘ of ‘the ﬁ u%aﬁeu frof ONOEC €
0 a si 9 itch ( 9. The b rP-lfg ii@! 1'bls TPr)
possi bl e e J un t| oh B'at th e voI t agge. d jolblS i bRb N p-2hETRL | ON

of the det ect | on circuit. Then, when the j unqunpooncdgaggﬁgntagsgy@m sibd) Gobet Vel
on t he 30UA RiNiceCasWairhddin icRIMES, tca&rac@éﬁeémges to t QR 2Ry @it dbr Bhlkcelueblo Schbriagn
transi st og thabhe divans o raibing the vbilago atwRCt i ON B Jtandiéidis velblddnl istCdbbi das Gi6te iuked
above W t fource bEthe sseend MOS-trghsisesof N taged Jo has deTblaUeded OTran3lsREEC Brbunden sind,
det ect i oncondictivtg (TN is Uhstituleat byVazthidn VTP + \/Oadit die YoRichtung afmafuisgdnp @inen logi-

t hr eshol dMQ8| traagjger off the vam® typepENBY ainsi st or s schen tPags! Referl der kipphnveens derimhar e
i n gener avhidotergstd isdconeeciedpocthe suply especi alPegel der Sphrnunga¥ng einbn vasbestimmten

st abi | i zetgrmiteh tfoovres fogrpund arcdcthasdrain ta. t he st Sehwslwesibersghreiteln of the circuit
i s zero ulie purgerpgthe pecerd N tyge Frangieler- t hat 76 he vol tage Vcc exceeds the

pr edet gr m Eréed thresholld I n nor mal %{)er at i dn Veweh ‘é‘ﬁoﬂ’i’é" c"f"si:RS'Eﬁht 0 @adH’G'E QSI‘Sed
ISQCL:’ Int ;Cf‘g slst\‘jntchf ::Flgl d b)g ‘@épe ! C*Car dg'aqrﬁlgo g&%lgeﬂ %‘:’\Zb

ISLOr SS l' erpin ZWI-
made usi ng . ?ﬁﬁ rgg 6?;9%” f" %3)“ nq.oa h| gfh E

ground te A NG et,@,s,%rl es connect e arrangema ’ﬁkw ,,qe; @mﬁéhst or
(TN1) and a reterence voltage source, char aCT{lﬁbl(i vbrﬂuﬂdbn@'ﬁst td’be,hfe [ﬁﬁ,ﬁ,ﬂg_
vol t age, SRUEHE HUBRMGSE Slaftn B! Hirdddrkes Of Pt YRRICHAR Avitdihiohb® EfomsTésnt, ind PN)
each f or madimatNtha rahbididt PEPO)S ERBLIRE AR ated T T @Bleh ldeh MisBatigSder VhiRchiua dindeei Ng
connect edsvitoh hitta SKurdhel idli tol dAEINGIBIgAS pONdi NQ Dkdiveunkibls loiés SéharoaPe TPsOTRENE
drai n of mtciwit medhdessttich 1ty secm@Ct ed SO mit dem VersorgungsanschiuB verbunden ist.

type transistor has a channel width to channel

length ratio W/L much greater than 1.

Vcc senpr Ergﬁnlaggl

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-

A device as claimed in claim 5, characterized
in that in the case of the transistor constituting
the switch the width to length ratio W/L much
smaller than 1 is 2/25 and in the case of the
second N type transistor the ratio W/L much
greater than 1 is 5.

30 kennzelchnet, daB die Einrichtung zur Erh&-
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hung der Source-Spannung des zweiten MOS-
Transistors mit N-Leitfdhigkeit (TN2) aus ei-
nem dritten MOS-Transistor vom selben Typ
{TN3) besteht, dessen Gate mit dem Versor-
gungsanschiug, die Source mit Masse und der
Drain mit der Source des zwsiten Transistors
vom N-Typ verbunden ist.

7. A device as claimed in claim 2, characterized
L/ in that the switch is constituted by a first P 4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
= type conductivity transistor (TP5), the source 40 kennzelchnet, daB der Schalter aus einem
of which is connected to the supply terminal, MOS-Transistor mit P-Leitfihigkeit (TP0) be-
the .gate being connected to the output of an steht, dessen Source an den Versorgungsan-
inverter the input of which is connected to the schiug, das Gate an Masse und der Drain an
-drain of the second N type transistor (TN2), den Drain des zweiten Transistors mit N-Leitfé-
and the drain being connected to the input of 45 higkeit angeschlossen ist.
the inverter, and by a second P type con-
ductivity transistor (TP6) which is mounted in 8. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
parallel to the first and the gate of which can kennzelchnet, daB der den Schalter bildende
receive a signal allowing the initialization of the Transistor (TP0) ein Verhdlinis Kanaibreite zu
device. 80 Kanalt&inge W/L viel kleiner als 1 aufweist und
der zweite Transitor vom N-Typ ein Verhdltnis
Patentanspriiche Kanalbreite zu Kanalliinge W/L viel grdBer als
1 aufweist.
1. Vorrichtung zur Erfassung des hohen Pegels
einer Versorgungsspannung Vcc in der MOS- &5 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-

Technologie, umfassend zwischen einem Ver-
sorgungsanschiuf, der diese Spannung auf-
nimmt, und sinem MasseanschluB eine Reihe-

kennzeichnet, daB flir den den Schalter dar-
stollonden Transistor das Verh#ilinis Breite zu
Linge W/L mit 2/25 viel kleiner als 1 ist und



that the device supplies at its output a logic | evel which-switcheswien =~
t he=hi gh | evel of the voltage Vcc exceeds a predeterm ned th

A deurce as claimed9in claiml, EMareLIWBLed in that i t1000n‘§ﬁ m \N ““1“]\“‘
N type MOS transistor (TN2) the gate of which is connected -t un |c;n *
‘poi nt between the first N%Re transi stor and the P type transistors, the

'sour ce 9B fpflep gweiten Trapsistas v NeTYP 8% und t hr ough the internediary of a neans
(TN3) r ?’Eq'tﬁ'ﬁ"\f’lt@'t\rﬂﬂ'f"tgéﬁ’ér Ay i§'oon as a current appears, and the drain of

whi ch or out o) eV|ce is connected to the supply

't er ni'ha)" | aﬁ"sp‘ g;tgf{aﬁj‘“r’]‘ 9 switch (TPO, TP5, TP6). 3. A
- c der a

-devi ce 7 )act er| zed in that the nmeans for raising

t he vol &g&, ﬁ (,g,go sta};gﬂch@,,econd MOS transistor of N type

conduct hﬁﬁbgcmogsy,\l Qgp@glaa%naug gahd d MOS transistor of the sane type (TN3)
of - whi cgngshﬁveggggnde&hggggn@@tdgyseﬁ gm.t he supply termnal, the source to
ground, g#hgGn dBEDAINYeS 2dditerd TiEnsROIYRIE O the second N type transistor. 4.

A devi cR-LmaHidkat (END) iangesdhiissn 2st, alr acteri zed in that the switch conprises
a Pt ypaerNinin b aersEisgasy ddsTim@terobngehi ch t he source is connected to the

suppl y behiossenast,, untilees ginbre zivaitegTeensidd, and the drain to the drain of the
second blott mip &-Leitfdhigheit (1B6) bestehtpder pa- A device as clained in claim 4,

char act ¥4l ze derh grsteh geschéilet istusd gpsserbr 6TPO) conprising the switch has a
channel Galedintdie tyitiglisiaring for| Veright¥noradt i o WL nuch | ess than 1 and the second N
type tr SadndsSianplayingmMeA%Afel width to channel length ratio WL mich
greater than 1. 6. A device as claimed in claimb5, characterized in
that. in the case of the transistor cor(‘;pr|3| ng the switch the width to
leng{fy ratio WL nuch smaller than 1 s 2/25 and in the case of the second
N type transistor the ratio WL nuch greater than 1 is 5. 7. A devi ce
as claimed in claim2, characterized in that the switch corrprises a first P
type conductivity transistor (TP5), the source of which is connected to the
supply termnal, the gate being connegted to the output of an inverter the
i nput of which is connected to the drain of the second N type transistor
(TN2), and the drain, being connected to.the input of the inverter, and by
a second P type conductivity transistor (TP6) which is connected in
parallel to the first and the gate of which can receive a signal allow ng

theinitialization of the device. 0
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